UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Propuesta de Trabajo Fin de Grado en
Ingenieria Electronica Industrial

Tutor/a: Mohit Ganeriwala

Departamento: Electronica y Tecnologia de Computadores

Cotutor/a: Francisco J. Garcia Ruiz

Departamento: Electronica y Tecnologia de Computadores

Titulo: Estudio del ruido flickery RTN en dispositivos MOS usando simulaciones TCAD.

Estudiante preasignado*:

Breve descripcion del trabajo a desarrollar por el estudiante:

Descripcion:

El ruido es un factor de gran importancia no solo en la electrdnica, sino también en aplicaciones
tan variadas como la mdsica, la biologia o incluso la economia. En el caso de dispositivos MOS, el
principal caballo de batalla de la industria semiconductora, las fuentes de ruido de baja frecuencia
1/f y RTN (random telegraph noise) son especialmente importantes. Con la miniaturizacion de los
chips electrénicos, el nivel de ruido se acerca al de la sefial deseada y por tanto es critico
comprenderlo y eliminarlo. Los disefiadores de circuitos analdgicos, por tanto, emplean buena
parte de su tiempo en mitigar los efectos de las sefiales ruidosas.

Dada la naturaleza estocéstica de estas sefiales ruidosas, son dificiles de detectar e incluso mas
dificiles aun de simular o modelar. La industria semiconductora necesita con urgencia modelos
precisos del ruido RTN y existe una importante labor de investigacion y desarrollo en el area.

Este trabajo propone el uso del software TCAD Sentaurus, una herramienta avanzada muy
empleada en la industria, para la simulacion de dispositivos MOS incluyendo el ruido. Se tratara
de analizar los mecanismos fisicos y evaluar si su simulacion se ajusta al ruido real detectado en
dispositivos MOS comerciales, en un trabajo con un gran impacto potencial.

Objetivos propuestos:
1) Familiarizacion con el software de simulacion Sentaurus.
2) Introduccion a la simulacion de dispositivos MOS en Sentaurus TCAD.
3) Comprension de la fisica de los mecanismos de ruido y simulacion de los ruidos 1/f y RTN.
4) Comparacién con resultados experimentales.

Metodologia:

Tras una primera fase de analisis bibliografico y familiarizacion con el software de simulacion, se
analizaran y simularan los diversos mecanismos que generan el ruido (tales como la fluctuacion de
portadores). Se evaluaran las distintas fuentes de ruido reportadas en la literatura y chequeara su




validez empleando la herramienta de simulacion TCAD calibrada, para posteriormente construir
modelos circuitales precisos o proponer estructuras de dispositivos optimizados.
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Granada, a 27 de abril de 2022.

*La preasignacion de alumnos a las ofertas deben ser aprobadas por la comisiéon de
TFG de la titulacion, y sdlo se valoraran casos excepcionales en los que el tema de
trabajo solamente pueda ser desarrollado por ese alumno en particular.




